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(57)【要約】
　本発明の目的は上部放射型ＯＬＥＤの外部カップリン
グ効率を改良することである。上部放射型エレクトロル
ミネッセントコンポーネント（１００）は、サブストレ
ート、最もサブストレートに近い第一電極（１２０）、
サブストレートから離れた第２電極（１４０）、及び２
個の電極の間に挿入された少なくとも１個の光放射有機
層（１３０）を含み、放射光が第２電極を通過する。本
発明のコンポーネントは、少なくとも１個の有機層に対
向し離れる第２電極の側面に光学的に活性があり光を散
乱する不均一性（１５１，１５２，１５３）を備え、特
に散乱中心を形成する追加層（１５０）が形成され、放
射光の追加層での伝達角度が高くとも０．６である。追
加層は様々なウエットケミカル工程と真空工程とで形成
され、不均一性は追加された外部層を形成する間又は後
で、導入及び／または形成される。本発明はこのような
コンポーネントの製造方法にも関係する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サブストレートと、
　上記サブストレートに最も近い第１の電極と、
　上記サブストレートから離れた第２の電極と、
　上記２個の電極間に配置され、上記２個の電極を通して光を放射する少なくとも１層の
光放射有機層と、
　少なくとも１層の上記有機層（１３０）から対向しつつ離れている上記第２電極（１４
０）の側面に配置される追加層とを備え、
　上記追加層は、
　光活性と、
　光散乱不均一性とを備えており、
　放射する光の波長においての上記追加層の伝達角度が０．６よりも大きく、
　上記光活性、光散乱不均一性が、上記追加層に本来備わっている不均一性によって形成
されていることを特徴とする上部放射型の、エレクトロルミネッセントコンポーネント、
特に有機光放射ダイオード装置。
【請求項２】
　上記追加層が上記第２電極（１４０）に隣接しており、接続していることを特徴とする
請求項１に記載のコンポーネント。
【請求項３】
　上記追加層が上記第２電極から離れており、その距離が５００ｎｍよりも小さいことを
特徴とする請求項１に記載のコンポーネント。
【請求項４】
　上記不均一性は、約０．０５μｍから１００μｍの大きさを有していることを特徴とす
る請求項１、２または３に記載のコンポーネント。
【請求項５】
　上記不均一性は、上記追加層の中及び表面に配置されていることを特徴とする前記の請
求項のうちのいずれか１項に記載のコンポーネント。
【請求項６】
　上記第２電極（１４０）の厚さが２００ｎｍよりも小さく、特に８０ｎｍより小さく、
　上記追加層の屈折率が、上記電極間に配置されている最も近い有機層の屈折率よりも大
きいことを特徴とする前記の請求項のうちのいずれか１項に記載のコンポーネント。
【請求項７】
　上記追加層の上記屈折率が上記第２電極（１４０）の屈折率よりも大きいことを特徴と
する前記の請求項のうちのいずれか１項に記載のコンポーネント。
【請求項８】
　上記追加層の上記屈折率が１．３から２．３の間であり、特に１．６から２．０の間で
あることを特徴とする前記の請求項のうちのいずれか１項に記載のコンポーネント。
【請求項９】
　上記追加層に最も近く、上記電極間に配置されている上記有機層が、アクセプタのよう
な有機部材でｐにドープされており、５０ｎｍから２μｍの間の厚さ、特に１００ｎｍか
ら１０００ｎｍの間の厚さを有するホール伝達層であることを特徴とする前記の請求項の
うちのいずれか１項に記載のコンポーネント。
【請求項１０】
　上記追加層に最も近く、上記電極間に配置されている上記有機層が、ドナー型の有機部
材でｎにドープされており、５０ｎｍから２μｍの間の厚さ、特に１００ｎｍから１００
０ｎｍの間の厚さを有する電子伝達層であることを特徴とする前記の請求項のうちのいず
れか１項に記載のコンポーネント。
【請求項１１】
　上記追加層が５０ｎｍから１０００μｍの間の厚さ、特に０．５μｍから１００μｍの
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間の厚さを有していることを特徴とする前記の請求項のうちのいずれか１項に記載のコン
ポーネント。
【請求項１２】
　上記追加層が、上記電極の間に配置されている上記層のために機械的な負荷、電磁放射
、α／β放射などの粒子放射、湿気、空気及び／または化学的影響に対する保護を提供す
るように形成されていることを特徴とする前記の請求項のうちのいずれか１項に記載のコ
ンポーネント。
【請求項１３】
　上記追加層が上記第２電極の上にスパッタ、結晶成長、凝結、またはＰＥＣＶＤ法（pl
asma enhanced chemical vapor deposition：プラズマ化学気相成長法）によってあてが
われていることを特徴とする前記の請求項のうちのいずれか１項に記載のコンポーネント
。
【請求項１４】
　上記追加層がウエットケミカリ加工され、薄く延ばされ、または貼り付けられることを
特徴とする請求項１から１２のうちのいずれか１項に記載のコンポーネント。
【請求項１５】
　上記追加層が異なる屈折率を備える幾つかの空間的に分離されたサブレイヤを含んでい
ることを特徴とする前記の請求項のうちのいずれか１項に記載のコンポーネント。
【請求項１６】
　上記追加層が気体状態からの気相成長、スパッタ、またはＰＥＣＶＤ法（plasma enhan
ced chemical vapor deposition：プラズマ化学気相成長法）によってあてがわれており
、その加工のパラメタがポリクリスタリン微小構造及び派生構造が形成されるように選択
されていることを特徴とする前記の請求項のうちのいずれか１項に記載のコンポーネント
。
【請求項１７】
　上記追加層が自己晶析または部分的に自己晶析した有機層であることを特徴とする請求
項１から１５のうちのいずれか１項に記載のコンポーネント。
【請求項１８】
　サブストレートに最も近い第１の電極と、
　上記サブストレートから離れた第２の電極と、
　上記２個の電極の間に設けられた少なくとも１層の光放射有機層とが形成され、
　上記放射する光が上記第２電極を通過するとともに光学的に活性があり光散乱不均一性
を備える追加層が少なくとも１層の上記有機層（１３０）から対向しつつ離れている上記
第２電極（１４０）の側面にあてがわれており、
　上記光学的に活性がある光散乱不均一性が、上記追加層に本来備わっている不均一性に
よって形成されることを特徴とする上部放射型の、エレクトロルミネッセントコンポーネ
ント、特に有機光放射ダイオード装置の製造方法。
【請求項１９】
　上記追加層がウエットケミカリによって上記第２電極（１４０）にあてがわれることを
特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　上記追加層がスパッタ、結晶成長、凝結、またはＰＥＣＶＤ法（plasma enhanced chem
ical vapor deposition：プラズマ化学気相成長法）によってあてがわれることを特徴と
する請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　上記追加層が気体状態からの気相成長、スパッタ、またはＰＥＣＶＤ法（plasma enhan
ced chemical vapor deposition：プラズマ化学気相成長法）によってあてがわれており
、その加工のパラメタがポリクリスタリン微小構造及び派生構造が形成されるように選択
されることを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２２】
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　上記追加層中でのポリクリスタリン成長の存在範囲及び／または派生構造となる範囲を
さらに強めるために、異なる格子定数を有する様々な部材が気相成長、スパッタ、または
ＰＥＣＶＤ法によってあてがわれることを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　上記追加層を形成するために、少なくとも１個の自己晶析または少なくとも１個の部分
的に自己晶析した有機層が気相成長させられることを特徴とする請求項１８に記載の方法
。
【請求項２４】
　少なくとも１層の光放射有機層及び上記第２電極の間に、有機物ドープが示されており
、厚さが１００ｎｍから１０００ｎｍである伝達層があてがわれることを特徴とする請求
項１８から２３のうちのいずれか１項に記載の方法。
【請求項２５】
　上記追加層が不活性ガスを用いてスパッタされているか、ＰＥＣＶＤ法によってあてが
われることを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２６】
　サブストレートに最も近い第１の電極と、
　上記サブストレートから離れた第２の電極と、
　上記２個の電極の間に設けられた少なくとも１層の光放射有機層とが形成され、
　上記放射する光が上記第２電極を通過するとともに光学的に活性があり光散乱不均一性
（１５２，１５３）を備える追加層（１５０）が少なくとも１層の上記有機層（１３０）
から対向しつつ離れている上記第２電極（１４０）の側面にあてがわれており、
　上記光学的に活性がある光散乱不均一性（１５２，１５３）が上記第２電極（１４０）
に対向しつつ離れている追加層（１５０）の表面に微細構造のスタンプ（１７０）を押し
付けて形成されることを特徴とする上部放射型の、エレクトロルミネッセントコンポーネ
ント、特に有機光放射ダイオード装置の製造方法。
【請求項２７】
　上記スタンプは、上記追加層の中へ押している間に導入される力が実質的に上記追加層
（１５０）に沿って流れるようにデザインされていることを特徴とする請求項２６に記載
の方法。
【請求項２８】
　サブストレートに最も近い第１の電極と、
　上記サブストレートから離れた第２の電極と、
　上記２個の電極の間に設けられた少なくとも１層の光放射有機層とが形成され、
　上記放射する光が上記第２電極を通過するとともに光学的に活性があり光散乱不均一性
（１５２，１５３）を備える追加層が少なくとも１層の上記有機層（１３０）から対向し
つつ離れている上記第２電極（１４０）の側面にあてがわれており、
　上記第２電極（１４０）に対向しつつ離れている追加層（１５０）の表面領域の上記光
学的に活性がある光散乱不均一性（１５２，１５３）が上記追加層（１５０）の表面への
フォトリソグラフィの作用で形成されていることを特徴とする上部放射型の、エレクトロ
ルミネッセントコンポーネント、特に有機光放射ダイオード装置の製造方法。
【請求項２９】
　上記表面構造が形成された追加層はフィルムのように形成されており、実質的に上記コ
ンポーネントに薄く延ばすか貼り付けることを特徴とする請求項２６から２８のうちのい
ずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、クレーム１の序文に従う上部放射型エレクトロルミネッセントコンポーネン
トと、クレーム２０の序文に伴う製造方法に関するものである。
【０００２】
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　　〔発明の背景〕
　ここ数年、スペースをより小さくする要求が非常に高まっており、早く十分にデータを
視覚化するための、軽く、経済的なディスプレイモジュール及びディスプレイが開発され
ている。現在では、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display:液晶ディスプレイ）がノートブッ
ク、携帯電話、及びデジタルカメラ用のフラットスクリーンの分野で優勢である。一方、
ＬＣＤはコントラスト及び色に対する強い角度依存性、画像及びコントラストの変化に対
する遅い反応時間、複数のフィルター及び偏光板によって条件付けられている効率の低さ
などの幾つかの不利な点があり、要求される発光効率が比較的高いエネルギーであるもの
が用いられる必要があった。ディスプレイの品質を改良することによって小さく、高精細
であり、色鮮やかであって電流を抑制することのできるスクリーンへの要求は非常に大き
い。有機物による発光ダイオード（ＯＬＥＤ：Organic light emitting diode）を基にし
たディスプレイは、それ自体に光を放射するピクセルを備えており、それ故背景に照明が
必要ないのでＬＣＤの代わりになることができる。それらはフレキシブルに形成すること
ができ、薄く、製造コストが低い。即ち、箔の形状にしたり、比較的エネルギー消費を低
く駆動することができる。駆動電圧が低く、高いエネルギー効率であるとともに幾つかの
色の発光要素を局所的に形成することができるので、ＯＬＥＤは照明のエレメントとして
用いることも好ましい。
【０００３】
　ＯＬＥＤは、エクシトン（exciton:励起子）と呼ばれる電子－ホール対が光を放出して
再結合するエレクトロルミネッセンスの原理を基にしている。ＯＬＥＤは、少なくとも１
個の有機物のフィルムが２個の電極の間に活性部材として配置されてサンドイッチ構造に
形成されている。そしてプラスとマイナスの電荷がその有機部材に入力される。電荷の移
動は、ホールまたは電子から電荷のキャリアーが再結合して一重項及び／または三重項の
励起が起こって光の放射が起こる有機層の再結合領域まで行われる。引き続き起こるエク
シトンの再結合による光放射は、発光ダイオードによる視覚にとって実用的な光の放射で
ある。そのため、この光は、少なくとも１個の電極を透明にしなければ、コンポーネント
に残すことができる。ルールに従い、この透明電極はＴＣＯ（transparent conductive o
xide:透明伝導性酸化物）としてデザインされた伝導性酸化物で形成されている。ＯＬＥ
Ｄの製造の開始点は、ＯＬＥＤのそれぞれの層があてがわれたサブストレート（substrat
e：支持層）である。もし、そのサブストレートに最も近い電極が透明ならば、そのコン
ポーネントは『底面放射型ＯＬＥＤ（bottom-emission OLED）』としてデザインされる。
もし他の電極が透明にデザインされていると、そのコンポーネントは『上部放射型ＯＬＥ
Ｄ（top-emission OLED）』としてデザインされる。サブストレートと、サブストレート
から離れている電極と同様に少なくとも１個の有機層との間にある電極が透明であるよう
にデザインされている、完全に透明なＯＬＥＤの場合に対しても同様に適用することがで
きる。
【０００４】
　説明したように、電子及び電子欠損（ホール）の再結合による光放射によるコンポーネ
ントの活性領域、または放射領域での光の発生は、励起状態を経由して起こる。ＯＬＥＤ
の異なる層、即ち透明電極及び少なくとも一層の有機層は、本来１よりも大きく、一般的
に異なる屈折率である。コンポーネント中の他方の境界面、またはコンポーネントと空気
との境界面で全反射が起こるので、発生したフォトンの全てがコンポーネントに残るわけ
ではなく、光として知覚される。さらに、発生した光の一部はコンポーネントで再吸収さ
れる。ＯＬＥＤの配置に依存して、光サブストレート及び／または有機物モードの構成（
即ち、サブストレート、透明電極、及び／または少なくとも１層の有機層での光の散乱）
は、上述の全反射を基にした外部モードの散乱を引き起こす。もし、サブストレートに最
も近い電極が透明でない（上部放射型ＯＬＥＤ）場合、少なくとも１個の有機層及び／ま
たはサブストレートから離れている電極でのモードだけが、共通の有機物モードを散乱す
ることができ、外部モードとして付け加わえることになる。外部オプティカルモードだけ
は観察によって光として知覚することができる。コンポーネント中で生じた全ての発光の
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うち、光として知覚することができる割合は、ＯＬＥＤの構成機能では２０％より小さい
。これらの内部オプティカルモードを切り離す必要がある。即ち、有機物による光放射コ
ンポーネントの最も高い効率を実現するために、有機物モード、及び場合によってはサブ
ストレートモードをコンポーネントから切り離す必要がある。
【０００５】
　切り離しの効率を改良するために、光サブストレートモードの分離に関する複数の方法
及びデザイン、特に底面放射型ＯＬＥＤに対する複数の方法及びデザインが知られている
。『薄いフィルムの発光ダイオードの表面構造からの３０％の外部量子収率』（I. Schni
tzer, Appl. Phys. Lett., vol. 63, 2174頁（1993））という文献は、十分な範囲でサブ
ストレート及び空気の表面での全反射が発生することを抑制するために、サブストレート
の表面を粗くすることを提案した。この粗面化は、例えば有機層に対向するサブストレー
トの表面をエッチングまたはサンドブラストすることで行うことができた。『背面サブス
トレート改変による有機物ダイオードの外部へのカップリング効率の改良』（C. F. Madi
gan, Appl. Phys. Lett., vol.76, 1650頁（2000））という論文では、サブストレート表
面の背面に球形のパターンを応用することが開示されている。このパターンは、例えば練
られる、または薄く延ばされてサブストレートの上に塗られたレンズのアレイを含んでい
ても良い。『単層に整列したシリカマイクロスヒアが媒体中に分散している有機物による
光放射デバイス』（T. Yamasaki等, Appl. Phys. Lett., ボリューム76, 1243頁（2000）
）の文献は、ＯＬＥＤ中の光の分散を改良するために、クオーツガラスのマイクロスヒア
をサブストレートの表面に適用している。これらのマイクロスヒアは、ＯＬＥＤに近接す
るように配置してもよい。さらに、ＯＬＥＤによって放射される光の波長のレンジの周期
の長さをもつ周期的構造は、サブストレートと第１の電極との間で、光ダイオードの光反
応層の中で伝搬する周期的な構造を発生するということが知られている。結果としてコン
ポーネントの効率を増大させるその最終的なジオメトリーはブラッグ散乱（Bragg scatte
ring）である。J. M. Lupton等, Appl. Phys. Lett., vol. 77 3340頁（2000）参照のこ
と。さらに、ドイツ特許公開公報（Offenlegungsschrift）DE 101 64 016 A1は、有機物
発光ダイオードに関連している。公報では、少なくとも１個の有機層が異なったそれぞれ
の領域にあり、そこではさまざまな屈折率をもつことが示されている。有機物の中での位
相の界面での屈折の結果、幾つかのフォトンは層の中に残り、同質の層の場合と比較して
波の伝導が減少する。
【０００６】
　さらに、活性有機層が本質的に同質ではないことをさらに利用するために、ナノパーテ
ィクルなどの外部ボディに有機エレクトロルミネッセント部材が導入され、有機物内での
波の伝搬効果が防止された活性有機層が知られている。例えば、『ポリマー複合光発光装
置での輝度の拡大』（S. A. Carter等, Appl. Phys. Lett., vol.71（1997））を参照の
こと。これらのナノパーティクルは、例えば、ＴｉＯ2，ＳｉＯ2，またはＡｌ2Ｏ3からな
り、ＭＥＨ－ＰＰＶなどの重合体のエミッター部材に組み込まれている。
【０００７】
　底面放射型ＯＬＥＤに加えて上部放射型ＯＬＥＤでは、特徴的な応用例に対する親しさ
に関する有利な点をもつので、さらに関連性が増している。もし、サブストレートと同様
の両方の電極が透明であれば、コンポーネントはその全体でエレクトロルミネッセントす
ることのできるものを作ることができる。即ち、放射を上げたり下げたりできる。もし、
サブストレートが上部放射型ＯＬＥＤのように透明でなければ、多くの他のサブストレー
トをガラスに加えることによって用いることができる。例えば、フレキシブルなコンポー
ネントであり、曲げることができる。さらに、平らな金属の箔やシリコンのウエハ、また
はプリント回路基板と同様のシリコンベースの電気的なコンポーネントを備えた他のサブ
ストレートなどを上部放射型エレクトロルミネッセントコンポーネントとして提供するこ
とができる。
【０００８】
　　〔発明の概要〕
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　本発明の目的は、一般的に上部放射型のエレクトロルミネッセントにおいて、少なくと
も１個の有機層中での光の分離効率を向上させることである。この目的は、クレーム１の
特徴であるコンポーネントの装置に関係する驚くほど単純な方法によって解決される。
【０００９】
　本発明にかかる上部放射型のエレクトロルミネッセントコンポーネントは、特に１個の
発光ダイオード装置がサブストレートと、上記サブストレートに最も近い第１の電極と、
上記サブストレートからはなれた第２の電極と、電極間に配置される少なくとも１層の光
放射有機層とを含んでおり、放射される光が上記第２の電極を通過するようにデザインさ
れている。上記コンポーネントは光活性と、特に散乱中心の形状が不均一な光散乱性とを
備える追加層が、少なくとも１層の有機層から対向しつつ離れている上記第２の電極の側
面に配置されており、放射される光のうち上記追加層の放射の角度が０．６より大きいと
いう発明に従うものとして特徴付けられている。上記追加層の放射τの角度は、適切な式
τ＝ｅ-(αd)に従って決定される。αは吸収係数を示しており、ｄは層の厚さを示してい
る。
【００１０】
　本発明に従った上部放射型のデザインでは、エレクトロルミネッセントコンポーネント
は、その分離効率を特徴的な実施形態の機能としての４個の要因によって増やすことがで
きる。その特徴的な実施形態は重要な改良を意味している。さらに、上記追加層は、指摘
した機能に加えて他の機能を仮定することもできる。
【００１１】
　本発明は、有機層中及び透明電極でのオプティカルモードの散乱の影響についてのアイ
デアを基にしており、そのような方法では有機層または複数の有機層に対面しつつ離れて
いる第２電極の側面にある分離層が設けられており、分離効率が増加している。とにかく
、光の屈折による光の効率的な不均一化は、この場合好ましい。それらは、例えば散乱効
果、または分散効果を生じ、活性中心が境界面、特に電極に対面しつつ離れている境界面
と同じように分離層内に配置される。さらに、この不均一さは上記層自身による内部的な
理由と同じように外部からの自然現象として生じる。特定の分離層のデザインは、オプテ
ィカルモードが有機層中、または複数の有機層中、及び／または接触層中で発達すること
を妨げ、そして光は主として外部モードで結合する。分離層は、追加層の中の非常に多く
の光の吸収を避けるために透明でなければならない。発明者は、本発明によって、伝達の
角度が０．６よりも大きいことが最終的に多くの光を結合させてコンポーネントの外部に
出すことに十分であることを見出した。
【００１２】
　有利な実施の形態は、従属請求項の存在を示している。
【００１３】
　追加層または分離層は、直接上記第２電極に隣接しており、また上記実施の形態での機
能として上記第２電極に接続されている。しかしながら少なくとも断面において、上記第
２電極から離れることができる。上記追加層と上記第２電極とが共通の結合表面を形成し
、かつ／またはお互いに結合しているかどうかということが、上記追加層中での有機物モ
ードでの特に効果的なカップリングをもたらす。しかしながら、例え上記追加層が上記第
２電極から少なくとも断面において離れていたとしても、それは応用例として確かに重要
である。しかしながら、間隔はおおよそ放射される光の波長より短かくあるべきである。
【００１４】
　分離において、特に効率の程度が高い場合は、たとえば光学的に影響のある不均一性が
散乱粒子として層中に準備されており、特に上記追加層の体積中に均一に準備されており
、上記粒子が約０．０５μｍから１００μｍの大きさであった場合であるときに実現する
ことができる。ここに示した散乱粒子の大きさは、レイリー散乱（Rayleigh scatter）を
形成し、波長非依存性の散乱を保証する。散乱の強度は１／λ4に比例する。もし、散乱
粒子が約１００μｍよりも大きい場合、散乱は前方方向に非常に大きく広がり、吸収が大
きくなる。それは波長依存の散乱と同様にまさに好ましくない。本発明では、『散乱粒子
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』の概念は、追加層中の全ての粒子または領域が０．０５μｍから１００μｍの範囲であ
り、実質的にミー散乱（Mie scattering）であり、すなわち、波長非依存であるという特
性であることを含んでいる。さらに、しかしながら重要であるが、もし光学的に影響のあ
る不均一性が、上記第２電極に対面しつつ離れている上記追加層の表面に準備されている
場合、上記散乱中心は約０．０５μｍから１００μｍの大きさである。
【００１５】
　特に効果的な分離層は、示された不均一さがその表面に形成されているのと同じように
上記追加層中に準備するときに作ることができる。
【００１６】
　第２電極の厚さは意図的に２００ｎｍより小さいとする。特に８０ｎｍより小さいとす
る。これによって、有機層からの光が上記追加層の中で特に効果的にカップリングする。
これは、エバネッセント領域（evanescent field）が第２電極によってそれほど弱められ
ないからである。もし上記追加層での屈折率が、電極間に配置されている最も近い有機層
の屈折率よりも大きく設定されていた場合、さらに効果的である。もし第２電極の厚さが
さらに小さく、特に約４０ｎｍであれば、特に効果的である。
【００１７】
　電極からの光が上記追加層に入る場合、上記第２電極と上記追加層との境界面での光の
全反射を避けるために、上記追加層の屈折率が上記第２電極の屈折率よりも大きくなるよ
うに設けることができる。ここでは、上記追加層の屈折率が１．３から２．３の間である
かどうか、特に１．６から２．０の間であるかどうかが重要であるといえる。その結果と
して、上記有機物モードは完全に、または重要な部分において、上記分離層に中にカップ
ルされる。
【００１８】
　もし幾つかの有機層を含んでいるならば、上部放射型のエレクトロルミネッセントコン
ポーネントであっても本発明のように分離層を設けることができるということは一般的に
決定されている。特に、ドイツ特許公開公報（Offenlegungsschrift）DE 102 15 210 A1
に示すように、もし他の有機層が２個の電極の間の光放射する有機層の近くに配置されて
いた場合、効果的である。そのようなコンポーネントの一般的な構造は、反転していない
構造では、後述する層を備えている。
【００１９】
　１．　サブストレート、
　２．　第１電極、ホール注入のアノード、
　３．　ｐにドープされた、ホール注入及び伝達層、
　４．　ＨＯＭＯ（highest occupied molecule orbital：最高占有分子軌道）のエネル
ギーレベルが、その層を取り囲むＨＯＭＯのエネルギーレベルに一致している部材からな
るホール側の薄い中間層、
　５．　光放射層、
　６．　ＬＵＭＯ（lowest unoccupied molecule orbital：最低非占有分子軌道）のエネ
ルギーレベルが、その層を取り囲むＬＵＭＯのエネルギーレベルに一致している部材から
なる電子側の薄い中間層、
　７．　ｎにドープされた、電子注入及び伝達層、
　８．　第２電極、電子注入のカソード。
【００２０】
　コンポーネントの構造が反転した場合では、後述する層のようになる。
【００２１】
　１．　　　サブストレート、
　２．ａ）　第１電極、電子注入のカソード、
　３．ａ）　ｎにドープされた、電子注入及び伝達層、
　４．ａ）　ＬＵＭＯ（lowest unoccupied molecule orbital：最低非占有分子軌道）の
エネルギーレベルが、その層を取り囲むＬＵＭＯのエネルギーレベルに一致している部材



(9) JP 2008-507809 A 2008.3.13

10

20

30

40

50

からなる電子側の薄い中間層、
　５．ａ）　光放射層、
　６．ａ）　ＨＯＭＯ（highest occupied molecule orbital：最高占有分子軌道）のエ
ネルギーレベルが、その層を取り囲むＨＯＭＯのエネルギーレベルに一致している部材か
らなるホール側の薄い中間層、
　７．ａ）　ｐにドープされた、ホール注入及び伝達層、
　８．ａ）　第２電極、ホール注入のアノード。
【００２２】
　ドイツ特許公開公報（Offenlegungsschrift）DE 102 15 210 A1に示すように、ホール
伝達層がアクセプタ型の有機部材と同じようにｐにドープされており、電子伝達層がドナ
ー型の有機部材と同じようにドープされている。このドーピングは、結果として伝導性を
向上させ、通例、作動する電圧を急激に上昇させない場合の伝達層がドープされていない
層（典型的には２０から４０ｎｍ）と比較して最も高い膜厚を有するようにされている。
これまでは、本発明に従うコンポーネントが反転していない構造の場合、もし他の有機層
が上記追加層と上記活性有機層との間に配置されていたならば、その他の層が電子伝達層
でありドナー型の有機部材のｎにドープされており厚さが５０ｎｍから２μｍの間である
ことが重要であった。特に厚さが１００ｎｍから１０００ｎｍの間であることが重要であ
った。コンポーネントが反転している構造の場合、他の有機層がホール伝達層でありアク
セプタ型の有機部材のｐにドープされており厚さが５０ｎｍから２μｍの間である。特に
厚さが１００ｎｍから１０００ｎｍの間である。上記に示された本発明のコンポーネント
の一般的な構造では、もし必要ならば、ブロック層と同じように他の電極は追加的に上記
追加層と活性有機層との間に配置されると理解される。
【００２３】
　本発明のコンポーネントの実施の形態に依存して、予め示した層のタイプの全てが反転
、または反転していない構造を含むわけではないということを完成のために指摘する。一
方、さらに、たとえば薄い（１０ｎｍよりも小さい）接触－改良層（contact-improving 
layer）などの他の層が、電子伝達層とカソードとの間、及び／またはアノードとホール
伝達層との間に設けられていても良い。後述する製造工程、特に第２電極に接しているか
、近接している分離層の応用例において、厚くドープされた電荷伝達層が光放射有機層と
、分離層を形成している間に光放射層の保護を構成している分離層との間に存在すること
は本質的である。
【００２４】
　上記追加層は、分離層の厚さが０．０５μｍから１０００μｍの間、特に０．５μｍか
ら１００μｍの間にあることが重要である。
【００２５】
　もし追加層が、光の分離効率を上昇させるのではなく、同時に構成するようにデザイン
されている場合、電極の間に配置された層への機械的な負荷、電磁放射、粒子放射、湿気
、空気及び／または化学的影響に対する保護が重要である。このような方法では、上記追
加層はカプセル化される、または機能が保護されてさらに追加される。これは特にディス
プレイへの応用として有利である。
【００２６】
　第２電極の上への追加層の塗布は、一つ、またはより多くの技術によって行うことがで
きる。たとえば、上記追加層はスパッタ、結晶化して成長させる、またはアモルファス凝
結させて形成することができる。分離効率を向上するために、上記追加層が予め光学的な
不均一性を有しているということが唯一必要である。
【００２７】
　もし上記追加層がマトリックス（matrix）、特に追加層をあてがうために溶液中で成長
したマトリックスを備えているのであれば、そのマトリックスは外部から、光学的な不均
一さが導入されていることが重要である。このマトリックスは、外部から、光学的な不均
一さが組み込まれている写真用ラッカー（photolacquer）を特に含んでいても良い。さら
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に一方で、光学的に効果的な不均一さをその表面に配置するために、その表面で写真用ラ
ッカーを特に粗くする構造も可能である。
【００２８】
　もし上記追加層が内部に、光学的に効果的な不均一さを有している場合、たとえば空間
的に隔てられ、異なる位相または欠陥を有しているということもさまざまな応用にとって
重要である。このような不均一さは、それが０．０５μｍから１００μｍの範囲に広がっ
ている限り可能な光のミー散乱を形成することで調整される。
【００２９】
　上記方法に関するように、本発明は上記の目的を上部放射型であり、エレクトロルミネ
ッセントコンポーネントが特に有機発光ダイオード装置としてデザインされており、その
第１電極がサブストレートに最も近く、第２電極が上記サブストレートから離れており、
少なくとも１個の光放射有機層が両電極の間に位置するように配置されており、その第２
電極が光を放射するものの製造方法によって解決する。上記方法は、光学的に効果的な光
散乱の不均一さを備える追加層が少なくとも１個の有機層から対面しつつ離れている第２
電極の側面にあてがわれるように特徴付けられている。この追加層は１個、または多くの
薄膜層をあてがう技術によってデザインすることができる。特に、上記追加層はウエット
ケミカリ（wet-chemically）に上記第２電極の上にあてがうことができる。上記追加層は
マトリックス部材によって、粒子の大きさがミックスされた散乱粒子に形成される。この
混合物はウエットケミストリであてがわれる。溶液は、製造を行うためにマトリックス部
材に加えることができる。溶液は、付加的な層にウエットケミカルを適用するために一方
から供給することができる。また、第１に散乱粒子をマトリックス部材に混ぜることがで
きる。さらに、粒子をマトリックス部材と混ぜるための分散エージェントを供給すること
ができる。これらは、もし分散粒子が好ましい方法によってマトリックス部材中にガスの
泡の形状に形成することができるのであれば、これも発明の範疇である。
【００３０】
　追加層をあてがう方法で、シンプルな方法を行うために特に有利な方法は、光学的に効
果のある不均一さを供えており、分散中心を形成するフィルムを薄く延ばす（laminating
）、または貼り付ける（pasting）ことを含んでいる。さらに、上記追加層はスパッタ、
結晶成長、または凝結によって形成することができる。たとえばＰＥＣＶＤ法（plasma e
nhanced chemical vapor deposition：プラズマ化学気相成長法）を用いることができる
。この方法では、上記追加層が結晶、アモルファス、またはガラス状に形成することがで
きる。特に、もし上記追加層が気体状態から気相成長（vapor-deposited）する場合、蒸
気のパラメータは、ポリクリスタリンの微細構造及び派生構造が、動作中にコンポーネン
トの分離効果を増大させるための光学的不均一性としてふるまうように調整されるので有
利である。
【００３１】
　特に高い密度の光学的に効果のある不均一性を形成するために、上記追加層の生産の間
、格子定数の異なる部材が気相成長させられるとしてもよい。その結果として、生じたポ
リクリスタリンは成長し、及び／または、追加層でのオフセットリミットが増強される。
異なる部材は、同時に気相成長するか、連続して気相成長することができるので、上記追
加層は異なる部材による薄膜層の連続層が含まれている。
【００３２】
　さらに、追加層の部材が気相成長させられた部材、またはスパッタによる部材である場
合、光学的に不均一に形成している部材がコールドスプレイ法（cold spray method）に
よって上記追加層に導入されているかということも重要である。
【００３３】
　さらに、もし自己晶析、または部分的に自己晶析した有機層が上記追加層を形成するた
めに気相成長させられていた場合も重要である。先に結晶化して生じた光学的に効果的な
不均一性を有するポリクリスタリンが上記の原因によって生じ、異なるフェーズ（クリス
タリン、アモルファス）が上述の分散中心の生じる第２層中に存在する。追加層として気
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相成長した有機層は、これらの層が実際のＯＬＥＤ構造上で破壊することなく容易く利用
することができるという有利な点を備えている。分離層の屈折率は、凡そ実際のＯＬＥＤ
に一致する。しかし一方で、上部放射型コンポーネントの場合許容することができる。
【００３４】
　すでに上に説明したように、１００ｎｍから１０００ｎｍの厚さであり、有機物がドー
プされた伝達層は、追加層がウエットケミカルの方法で熱的な気相成長またはスパッタに
よって光放射層にダメージを与えることなく形成された最上部の薄いコンタクト層（伝導
電極）に引き続いて有利にあてがわれる。もし上記追加層がコンポーネントの有機層にプ
ラズマによるダメージを与えないように不活性ガスによってスパッタ形成されているかど
うかも重要である。
【００３５】
　追加層の部材及び分散中心を形成している部材が追加層を形成するために交互にスパッ
タ、または気相成長されているかも重要である。すなわち、最適な応用技術がそれぞれの
部材に用いることができる。つまり、両方の部材は同じ技術、または異なる技術があてが
われることができる。
【００３６】
　またすでに述べたとおり、第２電極に対面しつつ離れている上記追加層の表面での光学
的な不均一性もまた重要性が生じている。たとえば、ブラシがけ、削ること、サンドブラ
スト、またはフォトリソグラフィ技術による追加層の微細構造形成は、この目的に好まし
い。これらの機械的な方法では、工程のパラメタは有機物の光ダイオードにダメージを与
えない方法を選択することができる。分離層が十分な機械的安定性を備えていることも重
要である。上記の要求を公正に行うために、２層、または多層の上記追加層を用いること
も重要である。これらに示したサンドブラスト、削ること、ブラシ掛けするなどの方法は
、光の分離を向上させるための一つの要因となる粗い表面に形成されている分離層の表面
から変則的な部材を取り除く方法として有効である。
【００３７】
　特に有効な方法は、微細構造のスタンプを上記追加層の外側の表面に押し付けた表面構
造の応用例である。スタンプの圧力の応用の結果、分離層の部材は恒久的に変形するか、
部分的に分断され、その結果光の分離を向上させるという望ましい効果を生じる変則的な
形状の表面が生じる。
【００３８】
　分離層の下に配置されたＯＬＥＤがスタンプの圧力を与える応用例でダメージを避ける
ために、その力は、追加層へのスタンプの手順が実質的に層に沿って導入されることによ
って提供することができる。このことは、適切な幾何学的なスタンプの形状によって特に
達成される。
【００３９】
　しかしながら、スタンプが追加層の表面に形成する形状が波型形状であるかということ
も重要である。そのようなスタンプは、たとえばフォトリソグラフィの方法によって形成
することができる。さらに、フォトリソグラフィの方法や、スクリーンプリントの方法は
、構造を持った表面を追加層の上に形成する上で有利に用いることができる。
【００４０】
　特にＯＬＥＤを保護することのできる上記追加層をあてがう方法は、第１にそれをフィ
ルムとして形成し、続いてラミネートするか貼り付けてコンポーネントにする工程を含ん
でいる。
【００４１】
　　〔発明の好ましい実施の形態の記述〕
　本発明は、同封された図面を参照する複数の実施の形態によって説明される。その図面
は、以下の通りである。
【００４２】
　図１は、従来の上部放射型ＯＬＥＤを示す概略図である。
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【００４３】
　図２は、本発明の第１の実施形態に従ってデザインされた上部放射型コンポーネントを
示す概略図である。
【００４４】
　図３ａ／ｂは、本発明のさらなる実施形態に従ってデザインされた上部放射型コンポー
ネントを示す概略図である。
【００４５】
　図４は、本発明の上部放射型コンポーネントの製造方法を示す概略図である。
【００４６】
　図５は、現実のＯＬＥＤ構造での図４に示す概略的な方法を示している。
【００４７】
　図６は、異なるＯＬＥＤ構造での図４に示す概略的な方法を示している。
【００４８】
　図１は、従来の上部放射型コンポーネント１００の構成を示す概略的なスケッチである
。望ましい例としては、サブストレート１１０に最も近い電極１２０（以降では第１電極
と記載する）が、反射金属層としてデザインされている。図中に有機層構造１３０として
示されている幾つかの有機層が第１電極の上にあてがわれている。この層構造は、少なく
とも１個の有機エレクトロルミネッセント層を含んでいる。層構造１３０には、伝導酸化
物などの透明部材を含んでいる第２電極１４０が続いている。
【００４９】
　２個の電極の間に電圧を与えると、電荷、即ち一方からの電子と他方からのホールとが
狭間にある有機層内の接合箇所から注入され、活性領域で光を放射する再結合によって電
子－ホールの対が形成される。図では、典型的な放射点が符号１３１として示されている
。図にそれぞれの矢印で示す光の伝搬はこの放射位置から始まる。明白なように、次の層
への光の反射及び／または伝達は２個の層の間の境界面で起こっている。コンポーネント
中に残っている光、ここでは層構造１３０及び／または電極１４０の中の光（光線ＯＭ１
）は、有機物モードとして記載される。そして、コンポーネントを去っていく光（光線Ｅ
Ｍ１，ＥＭ２）は外部モードと記載される。平坦な有機層は層の中で生み出された光に対
する０ではない吸収係数を持っているので、この光は層の長さ方向に伝搬するコースで吸
収される。
【００５０】
　本発明では、上部放射型コンポーネントにおいて分離効率を上昇させるようなＯＬＥＤ
のデザインを始める。この目的のために、分離層と記載される追加層は、本発明において
第２電極の横に備えられ、分散中心として光学的に効果的な不均一さを備えており、上記
不均一さが分離層またはその表面での実施形態の機能として配置されている。第１の構成
のための第１の典型的な実施形態が概略的スケッチとして図２に示されている。有機層の
数が本発明の従属する部分としてふるまうので、それらについても単に層構造１３０とし
て図２に示した。電極１２０はサブストレート１１０の上に背面となるようにあてがわれ
ており、相互に結合している。そしてその電極１２０には目に見える範囲の光を生じる有
機層構造１３０が続いている。慣例上第２電極が続き、本発明の追加層の分離層１５０が
あてがわれている。後者は、粒子の大きさが５０ｎｍから１００μｍの間にある散乱粒子
１５１をその体積の中に含んでいる。この例では、全ての分散中心での粒子の大きさは約
２０ｎｍである場合が示されている。
【００５１】
　図２に示す本発明のコンポーネントは、実施の形態に依存してさまざまな方法で形成す
ることができる。実施の形態に依存して、分離層はプリント方法（インクジェットプリン
ト、スクリーンプリント、フレキソプリント、タンポンプリント、及び他の高圧、可変階
調のグラビア印刷の平板印刷や、多孔性印刷方法）、混ぜ物をする方法、スピンコーティ
ング、ディップコーティングロールコーティング、スプレーなどによってウエットケミカ
リにあてがわれる。分離層は、層中の内部の不均一さによるものであり、他の追加がなく



(13) JP 2008-507809 A 2008.3.13

10

20

30

40

50

単独で好ましい強度に散乱する表示器の品質、または実際の層から光学的な品質の異なる
粒子を追加することによって形成されたものとして得ることができる。この場合、散乱粒
子は、たとえば溶液中などに分散している。
【００５２】
　実施形態によると、１個または複数の後述する部材が存在しており、溶液、乳液、及び
／または分散の工程の間に用いられている応用例に依存しており、ＯＬＥＤの上にあてが
った後に分離層のマトリックスを形成している追加層として用いられている。たとえば溶
液を蒸発させること（硬化作用）が用いられている。
【００５３】
　・重合溶液、たとえば有機物の液体中、たとえばキシレン、トルエン、アニソール、ト
リメチルベンゼンまたは他の芳香溶媒中のポリフルオレンまたはポリスチレンなどの溶液
、
　・有機ガラスなどの有機物で非重合で層状の部材の溶液、たとえば芳香溶液中、たとえ
ばキシレン中のオルソターフェニルまたは１，３，５－トリアルファナフチルベンゼン、
　・熱、化学的、または光反応性の方法で重合が起こるメチルメタクリレートやアルキル
ジグライコールカーボネートまたはそれらの誘導体のように、適用した後に重合するモノ
マーまたはモノマーの混合物、
　・重合添加剤、たとえばポリカーボネートを適用した後に結合するモノマーまたはモノ
マーの混合物、
　・光学的な接着剤、
　・写真用ラッカー（photolacquer）、
　・化学的に硬化する接着剤（たとえば２コンポーネントの接着剤）、熱硬化性の接着剤
（たとえばアクリレート、エポキシレジン）、またはアクリレートまたはエポキシレジン
などのＵＶ硬化性の接着剤、などの透明またはやや光を通過させる接着剤、
　・低密度ポリエチレン、ポリカーボネート、及びポリウレタンなどの透明なサーモプラ
スティック、
　・フェノールレジンまたはメラミンレジンなどのデュロプラスチック、
　・たとえばポリアクリレート、ポリビニルアルコール、またはポリビニルアセテートな
どの水性、または有機物の乳液、またはフッ化有機物の乳液、
　・アルキッドレジンラッカー（alkyd resin lacquer）などのクリアラッカー、ニトロ
及びニトロ含有ラッカー、ポリウレタンラッカーなどの２コンポーネントのラッカー、水
耐性ラッカー、人工樹脂ラッカー、及びアクリレートラッカー、
　・ゼラチン、セロファン、またはセルロイドなどのコラーゲン蛋白質、
　・重合分散剤（たとえばチタニウム２酸化物粒子及び水中のポリビニルアセテート）な
どの分散剤、及び
　・塩溶液などの無機物の溶液、または分散剤。
【００５４】
　マトリックス部材に依存して用いられる散乱粒子は、複数の可能性のある群から選択す
ることができる。たとえば、
　・塩の結晶などの無機の微小結晶、またはシリケート、サファイアの微小結晶、ＭｇＯ
、またはＳｉＯ2などの金属酸化物、
　・炭水化物などの有機物の微小結晶、スターチまたはセルロースなどの結晶化した重合
体粒子、またはポリイミド、ポリ－３，４－エチレンジオキシチオフェン（ＰＥＤＯＴ）
：ポリ－（スチレンスルフォネート）（ＰＳＳ）結晶などの合成ポリマー、
　・エーロシル（Aerosil）
　・たとえばクオーツグラス（ＳｉＯ2）などの無機アモルファス部材、
　・ナノパーティクル、
　・ポリカーボネート、ポリアクリレート、ポリイミド、ポリエステル、ポリエチレン（
ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエーテル、フルオロポリマー、ポリアミド、及び
ポリビニルアセテートなどのポリマー由来の粉末、
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　・芳香族、脂肪族、及びヘテロ管などの非重合性の有機部材由来の粉末、
　・たとえば不活性炭化水素（ペンタン）、希ガス（アルゴン）、Ｎ2，ＣＯ2、またはＦ
ＣＨＣなどのガスによって形成される、マトリックス溶液に導入された気体の泡、
　・たとえばマトリックス溶液のＣＯ2またはＮ2などのガスを発生する化学反応の過程で
化学的に導入された気体の泡。
【００５５】
　さらに追加層は、本実施の形態では示していないが、薄く引き延ばすことによってドラ
イの方法をあてがうことが可能である。フィルムの形成の間に薄く引き延ばすことによる
不均一性、たとえば上記に示した全ての引用したマトリックスエージェントと散乱粒子と
の組み合わせで薄く引き延ばすことが好適であるということはすでに紹介した。たとえば
、エーロシル粒子がポリビニルアセテートのフィルムに組み込まれ、ラミネートフィルム
が上部放射型ＯＬＥＤの上に設けられる。代わりとして、フィルムが貼り付けられていて
も良い。追加層を貼り付けるということは、特に、フィルムの両側が貼り付けられており
、一方の貼り付けられたフィルムが追加層のフィルムに接触すると共に他方に貼り付けら
れたフィルムがコンポーネント、特に電極に接触するといった貼り付けフィルムになるよ
うに構成されることである。
【００５６】
　本発明の上部放射型エレクトロルミネッセントコンポーネントの他の種類は、追加層が
スパッタ、ＰＶＤ（physical vapor deposition：物理気相成長法）、ＣＶＤ（chemical 
vapor deposition：化学気相成長法）、ＰＥＣＶＤ（plasma enhanced chemical vapor d
eposition：プラズマ化学気相成長法）、ＭＢＥ（molecular beam epitaxy：分子線エピ
タキシー法）、ＭＥＥ（molecular enhanced epitaxy：分子促進エピタキシー法）、ＭＯ
ＶＰＥ（metal organic vapor pressure epitaxy：有機金属気相成長法）、またはＯＶＰ
Ｄ（organic vapor phase deposition：有機気相成長法）などの複数の方法のうちの１種
類で供給されるように形成される。以下の部材は、これらの方法を用いる場合に用いるこ
とができる部材のうち一部を記載したものである。
【００５７】
　・たとえばシリコン酸化物（ＳｉＯ2）、亜鉛酸化物（ＺｎＯ）、ジルコニウム酸化物
（ＺｒＯ2）、アルミニウム酸化物（Ａｌ2Ｏ3）、インジウム－錫酸化物（ＩＴＯ）、ま
たはインジウム－亜鉛酸化物（ＩＺＯ）、チタン酸化物（ＴｉＯ2）、ガリウム酸化物（
Ｇａ2Ｏ3）などの金属酸化物、
　・たとえば、ＩＩ－ＶＩとＩＩＩグループの窒化物の複合体、及びそれと同様の複合体
の半導体などの大きなバンドギャップをもつ２価の半導体複合体、
　・たとえば、気相成長およびメチルメタクリエート（ＭＭＡ）、アクリル酸のように連
続的に重合したモノマーなどの有機層、
　・芳香族、脂肪族、ヘテロ管、たとえばテトラキスジフェニルアミノスパイロバイフル
オレン（ｓｐｉｒｏ－ＴＡＤ）、トリスカラゾリルトリフェニルアミン（ＴＣＴＡ）、バ
チオフェナンチロリン（Ｂｐｈｅｎ）などのケトン、などの小分子による有機層。
【００５８】
　追加層用の引用したこれらの部材の殆ど全ては、それらの可視スペクトルの範囲での透
過性に加えて有機層よりも大きい、または等しいまたはその屈折率によって特徴付けられ
ている。活性有機層の中で発生する光の範囲は、有機層から本発明のコンポーネントの追
加層中に特に効果的に結合し、それらは示された分散中心によって構造を出ることで分離
される。追加層の部材の殆どが可視スペクトルの範囲で透過性であり、ＵＶの範囲で高い
吸収を示すので、そのような追加層は湿度や空気に対しての有機層の保護を提供するだけ
でなく、ＵＶの放射に対しても保護している。
【００５９】
　コンポーネントの有機層は、プラズマまたは機械的な反応、特にたとえば透明電極にＩ
ＴＯを形成する場合や、追加層にＳｉＯ2をあてがっている場合などの金属酸化物をスパ
ッタしている間にダメージを受ける。そのため、このような製造方法がなされる場合や、
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さらに光放射層を保護するためのダイオードの最上部の有機層がルールとして特に厚く形
成される場合には、アルゴンなどの反応性のないガスが用いられる。この最上部の有機層
を介して生じる電圧降下が高すぎないようにするために、開示している内容が完全に参照
に含まれているドイツ特許公開公報（Offenlegungsschrift）DE 102 15 210 A1では、こ
の層での伝導性がドープすることによって増加している。たとえば、透明層は、実施形態
に従って、１００ｎｍから１μｍの間の厚さを持っている。そのため、透明層の下にある
活性有機層は後述する過程のステップ、特に透過分離及び／または追加層へのスパッタに
おいて保護されている。
【００６０】
　本発明の更なる実施形態では、たとえばＺｎＳｅまたはＧａＮなどの追加層の部材は気
相から凝結させられ、その結果この製造方法ではガスプラズマが要求されなくなるのでダ
イオードの有機層は十分充填される。追加層の粒子の部材は、真空中で熱による蒸発によ
って透明電極上に供給される。典型的な蒸発温度は、たとえばＺｎＳｅでは約６００℃か
ら８００℃である。気相成長過程の間、層構造の有機層に対する熱放射の危険がないよう
にコンポーネントは熱源から十分な距離が離されて配置される。もう一度の、ＯＬＥＤへ
の熱の影響は、厚くドープした透明層によって最小化される。
【００６１】
　相中に散乱中心を含むことは、追加層を成長させるための条件を克服するためのガス層
から気相成長をする間に自動的に行われる。コンポーネントの表面は十分にスムースでは
なく、ＲＴの温度を有しているので、モノクリスタリンではない、スムースなフィルムを
形成することができる。一方、熱力学的な理由により、完全なアモルファス層の成長も行
われない。結果として成長状態は、閉じた層に対して時間的に連合する成長核の生成によ
ってポリクリスタリン微小構造がひとまとめにされる。望まれる光学的不均一性の原因と
なるこの生成物のそれぞれのマイクロクリスタリンの領域のオフセットリミットは、分散
中心の形状に形成される。これらのオフセットリミットは、成長の方向について特に明言
することができ、その結果追加層で結合している光の望ましい散乱が生じる。個々のマイ
クロクリスタリンドメイン内への追加層または分離層での分離は、ＺｎＳｅ及びＣｄＳな
どの異なるＩＩ－ＶＩ部材、またはＧａＮ及びＡｌＮなどのＩＩＩグループの窒化物の複
合体が気相成長することによってさらに増強される。後者では別々の結晶ドメインでのそ
れらの異なる格子構造が凝集し、異なる屈折率を備えて、特に効果的な光学的不均一性を
形成するようになることが好ましい。
【００６２】
　分離層が金属酸化物のスパッタによって形成されている実施形態では、完全なアモルフ
ァスフィルムが形成されている。実施形態では、散乱粒子は追加層中で追加層の部材およ
びコールドスプレー法を促進するためにあてがっている微小金属粒子が代わりに散乱する
ことによって達成されている。そのようなコールドスプレー法では、たとえば銅粉などの
金属粉がマイクロメータの大きさの散乱中心として分離層に導入されている。別の実施形
態では、光学的な不均一さを備えた追加層は、追加層の部材及び銅などの金属がコンポー
ネント中で交互に散乱するように形成されている。金属は非常に短く散乱するので、吸収
が非常に強い連続的な金属フィルムではなく金属のクラスタが形成されている。
【００６３】
　分離層を形成するための有機層が気相成長されていた実施形態では、スパッタまたはコ
ールドスプレー法によって散乱中心を導入する可能性があった。そのため、微小金属粒子
または金属酸化物のクラスタが不均一性として追加層中に存在する。別の実施形態では半
導体複合体のクラスタが有機層の間に気相成長されている。さらに別の本発明のコンポー
ネントの実施形態では、自己晶析化するポリクリスタリンである有機部材が分離層中に散
乱中心を形成するために選択されている。そのようなコンポーネントの実施形態によると
、追加層はたとえばアントラセン、フタロシアニン、ターフェニルジアミン（ＴＰＤ）、
ペリレンターカルボキシイックジアンハイドライド（ＰＴＣＤＡ）またはＢフェン（Bphe
n）などで形成されている。
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【００６４】
　さらに、本発明の実施形態では、追加層が有機層の気相成長によって形成され、続いて
たとえばＵＶ放射によって重合している。微小金属粒子または金属酸化物クラスタの形状
の追加された分散中心は、コールドスプレー法または金属スパッタによって分離層に再導
入することができる。メチルメタクリレート（ＭＭＡ）の追加層は、典型的な実施形態で
ある。そのメチルメタクリレートは分散中心を導入した後にＵＶ光をプレキシガラス（Ｐ
ＭＭＡ）に放射することによって重合したものである。この連続して起こる層の重合は、
追加層が導入された散乱粒子によってダメージを受けないという有利な点を有している。
【００６５】
　上記に記載した本発明のコンポーネントの実施形態は、分離層が第２電極上に追加され
たＯＬＥＤに限定しており、光学的な不均一性は追加層中に形成されている。
【００６６】
　さらに、他のコンポーネント中にこのような追加層の表面の不均一性を形成するという
ことも可能である。そのような不均一性は、５０ｎｍから１００μｍの間の大きさである
。このようなタイプでは、一般的に全ての上記で挙げたマトリクスエージェント、全ての
上記で挙げた薄く引き延ばしたフィルム部材及びスパッタ、凝結、及び気相成長するため
の部材、及びこれらの部材の組み合わせが、追加層を形成するために用いることができる
。追加層の表面構造は、機械的、または機械的ではない方法による本実施の形態によって
行うことができる。本発明のコンポーネントに分離層の表面構造を形成するための機械的
な方法は、たとえば、
　・微小構造のスタンプによるスタンプ
　・有機ガラスによる追加層のサンドブラシ
　・ブラシがけ
　・削ること
である。
【００６７】
　図３ａ／ｂ）は、その表面が第２電極に対向しつつ離れている分離層を備える本発明の
上部放射型のエレクトロルミネッセントコンポーネントを示している。サブストレート１
１０、第１電極１２０、有機層構造１３０、第２電極１４０のデザインは、図２に示す例
に示されている。表面の構造は、図３ａの側面図に示すように対称的な溝またはわだち１
５２が分離層１５０の表面に一様に一列に並ぶ実施形態のようにすることが可能である。
この構造は追加層を図面に垂直の方向にブラシがけすることによって図３ａに示す実施形
態のように形成することができる。（図示しない）実施形態では、表面の構造が穴、また
は窪みの形状に形成されていても良い。その構造では一次元方向、即ち線状に形成されて
いても良いし、２次元に形成されていても良い。
【００６８】
　それに対して、図３ｂに示す実施形態は、削る方法によって一様ではなく、むしろラン
ダムに裂けた領域または陥凹１５３が配置され形成されている追加層１５０の表面構造を
有している。
【００６９】
　図４は、複数の均等な間隔の切断端部１７１を備えるスタンプ１７０が、２個の表面１
７２，１７３が一点で先細形状となるように形成する追加層１５０の構造の概略的スケッ
チを示している。その方法の第１ステップでは、追加層１５０が第２電極１４０の上にあ
れがわれ、続いてその表面に図４に示すステップの方法で形成される。このために、記載
されたスタンプ１７０は追加層１５０の表面に配置され、所定のスタンプ力Ｓでその中に
プレスされる。示された切断端部１７１のデザインは、追加層１５０の中の力が一例とし
て矢印Ｆ１、Ｆ２に示すように進行するように形成する。図から明らかなように、用いら
れるスタンプの力の大部分は、下に位置する有機層１３０の負荷にならないように、示さ
れたスタンプのデザインによって分離層１５０の中で横方向にそらされている。スタンプ
を取り除いた後、その表面上での追加層の分断は不可逆性であるので、分離層１５０の表
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面は、複数の均等な間隔の溝によって形成される。これらの溝及び制限された表面は、そ
れ故に光学的な不均一性が活性化されて形成される。
【００７０】
　図５に示すセパレータ１８０（たとえば写真用ラッカーまたはＳｉＯ2）が追加された
その他の発明の実施形態は、セパレータが形成のためのツールとして作用するスタンプ１
７０の有機層に対する変形やダメージを防ぐように積み重ねられたコンポーネントである
。カソードを分離する、またはピクセルを限定するこのような構造は、どちらにせよそれ
ぞれアクティブまたはパッシブマトリクスディスプレイで形成されている。ディスプレイ
の中に存在しているこれらのセパレータ１８０は、本発明の中では、大きさや安定性につ
いて、形成ツール１７０による形成操作に耐える用途に用いる為だけにデザインされてい
る。
【００７１】
　図６は、照射する応用例に関する本発明のコンポーネントの同様の実施形態を示してい
る。そしてスペーサ１９０は有機層１３０へのダメージを避けるために導入されている。
再度になるが、上記スペーサは、追加層の外側の表面に光学的な不均一性が活性化されて
形成されるようにスタンプ操作を行っている間の機械的な負荷に耐えるために、特に機械
的な方法に耐えるためにデザインされている。
【００７２】
　ウエットケミカリに形成された分離層へのスタンプは、層を硬化する前、硬化中、また
は硬化した後に、実施形態のように行われる。第１の例では、有機層の構造に機械的な負
荷をかけることが最も小さい。
【００７３】
　追加層の構造形成が技術によってなされた場合に、特に保護する方法はスクリーンプリ
ント法のあとに設計される。上記に示したうちの一つのように、ウエットケミカリで形成
した層はコンポーネントの第２電極の上に最初にあてがわれ、固定され、基本構造が押し
付けられて形成される。スクリーンプリント法では、基本構造を押し付けるために習慣上
ポリウレタンドクターブレードなどのドクターブレードが他のものと一緒に用いられる。
別の実施形態では、別の層が基本構造によってウエットケミカリに手直しされる。それに
よって下にある層のエッチングがおこり、構造化を容易にする。保護は、分離層の硬化後
では変形が恒久的に残るのでどの場合でも行われる。
【００７４】
　すでに説明したが、分離層の粗面化は機械的ではない実施形態の方法で行われる。これ
らの方法では、分離層が非常に薄い、または非常に柔らかくて下にある有機層に十分な機
械的な保護が行えない場合に特に適用することができる。追加層に可能な表面の変形方法
は、
　・リアクティブドライエッチング
　・非リアクティブドライエッチング
　・酸などを用いたウエットケミカルエッチング
　・フォトリスグラフィを用いた構造化
である。
【００７５】
　分離層の粗面化はコンポーネントにあてがわれる前、特に極度に繊細な有機層構造をあ
てがう前に行われる。これは、明らかにコンポーネントの機械的、熱的、放射の、及び／
または化学的負荷を減少させることができる。この有利な方法は、たとえば予め形成され
ているラミネートフィルムを薄く引き延ばすことによって実現される。第１に、上記のに
示された溶液の一つから透明、または半透明のラミネートフィルムが形成される。続いて
上記に示した機械的または機械的ではない方法の一つによって、その表側の表面上をフィ
ルムの全反射光を妨げたり減少させたりしないとともにコンポーネント中の有機層／電極
モードの形成を妨げたり減少させたりしないように粗面化して構成する。コンポーネント
上で薄く引き延ばされたフィルムは、第２電極に沿うようにスムースな背面がコンポーネ
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ントに接続するように行われる。
【００７６】
　本発明の典型的なコンポーネントでは、ラミネートフィルムは削ることによって粗面化
し、薄く引き延ばされるか透明電極、即ち上部電極の滑らかな面に貼り付けることができ
るポリビニルアセテートを含んでいる。この方法で形成したコンポーネントでは、その効
果は３００％まで向上する。
【００７７】
　特に有利であり、示していない実施形態では、追加層に形成前のホイルの形状が接着剤
によってコンポーネントの透明上部電極のスムースな側に接着されている。その接着剤は
非常に透明性が高く、その品質は有機層を良くカプセル化する方法によって選択されてい
る。これによって、環境的な影響に対する十分よい保護が可能になり、さらにこの方法で
はＯＬＥＤのカプセル化を追加する必要がない。フィルムの構造は、実施形態によって異
なる形状を持つことができる。またフィルムの構造は屋根形状のストリップ、及びその高
さが１μｍから１００μｍの間になるようにデザインすることが特に有利である。さらに
、その構造は地面に形成してもよく、たとえば巨大な構造にしても良い。
【００７８】
　さらに特別な効果の実施形態として、分離層がＢフェンの有機層のように透明上部電極
の上に気相成長させられているものがある。分離層の分散中心はＢフェンが部分的に自己
晶析化することで形成される。有機層を環境の影響から保護するために、追加のカプセル
化が薄いガラスディスクによって行なわれる。このガラスディスクが光の分離に影響を及
ぼすことを避けるために、カプセル化するガラスディスクはグラスディスクが平らで平行
なプレートとしてふるまうように分離層から十分な距離をとって取り付けられる。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】従来の上部放射型ＯＬＥＤを示す概略図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に従ってデザインされた上部放射型コンポーネントを示
す概略図である。
【図３】（ａ）及び（ｂ）は、本発明のさらなる実施形態に従ってデザインされた上部放
射型コンポーネントを示す概略図である。
【図４】本発明の上部放射型コンポーネントの製造方法を示す概略図である。
【図５】現実のＯＬＥＤ構造での図４に示す概略的な方法を示している概略図である。
【図６】異なるＯＬＥＤ構造での図４に示す概略的な方法を示している概略図である。
【符号の説明】
【００８０】
１００　　　　　ＯＬＥＤコンポーネント
１１０　　　　　サブストレート
１２０　　　　　第１電極
１３０　　　　　有機層／層構造
１４０　　　　　第２電極
１５０　　　　　分離層
１５１　　　　　散乱粒子
１５２　　　　　溝、わだち
１５３　　　　　陥凹
１６０　　　　　防護部材
１７０　　　　　スタンプ
１７１　　　　　切断端部
１７２，１７３　切断表面、スタンプ表面
１８０　　　　　セパレータ
１９０　　　　　スペーサ
ＥＭ１，ＥＭ２　外部モード
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ＯＭ１　　　　　有機物モード
Ｓ　　　　　　　スタンプ力
Ｆ１，Ｆ２　　　追加層中での力の方向

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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